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   Ｃ３０Ｂ  29/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ３０Ｂ   15/04     　　　　
   Ｃ３０Ｂ   29/06     ５０２Ａ
   Ｃ３０Ｂ   29/06     ５０２Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成27年3月16日(2015.3.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　るつぼと、
　前記るつぼの上に突き出る搬送ポイントを有し、制御可能な量のシリコンを前記るつぼ
内へ搬送する送給機を含むシリコン搬送システムと、
　少なくとも１つのドーパント材料を前記シリコン搬送システムに制御可能に搬送し、そ
れによってドーパント材料を前記るつぼに搬送する少なくとも１つのドーピング機構と
を含む、チョクラルスキー成長システム。
【請求項２】
　前記るつぼが、外部送給ゾーンと流体連通している内部成長ゾーンを含む、請求項１に
記載のチョクラルスキー成長システム。
【請求項３】
　前記送給機が、前記シリコン及びドーパント材料を前記るつぼの前記外部送給ゾーン内
へ搬送する、請求項２に記載のチョクラルスキー成長システム。
【請求項４】
　前記システムが２つのドーピング機構を含む、請求項１に記載のチョクラルスキー成長
システム。
【請求項５】
　第一のドーピング機構が第一のドーパント材料を前記送給機に制御可能に搬送し、第二
のドーピング機構が第二のドーパント材料を前記送給機に制御可能に搬送し、ここで、前
記第一のドーパント材料と前記第二のドーパント材料とは異なっている、請求項２に記載
のチョクラルスキー成長システム。
【請求項６】
　偏析係数ｋを有する濃度Ｃのドーパント材料を含むシリコンインゴットのチョクラルス
キー成長の方法であって、
　ｉ）外部送給ゾーンと流体連通している内部成長ゾーンを有するるつぼを用意する工程
と、
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　ｉｉ）前記内部成長ゾーンにシリコン及び前記ドーパント材料を予め投入して混合物を
形成し、ここで、前記混合物は、溶融されると、前記ドーパント材料の濃度Ｃ／ｋを有す
る工程と、
　ｉｉｉ）前記混合物を溶融する工程と、
　ｉｖ）前記内部成長ゾーンからの前記シリコンインゴットの成長を開始する工程と、
　ｖ）前記シリコンインゴットを成長させながら、シリコン及び前記ドーパント材料の送
給を前記外部送給ゾーン内へ搬送し、前記送給は、溶融されると、前記ドーパント材料の
平均濃度Ｃを有する工程と、
　ｖｉ）濃度Ｃの前記ドーパント材料を含む前記シリコンインゴットを除去する工程と
を含む方法。
【請求項７】
　前記第一のシリコンインゴットの成長を開始する工程の前に、前記外部送給ゾーンに、
シリコン及び溶融されると濃度Ｃの前記ドーパント材料を予め投入する工程をさらに含む
、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記シリコンインゴットが、濃度Ｃ１で偏析係数ｋ１を有する第一のドーパント材料を
含み、濃度Ｃ２で偏析係数ｋ２を有する第二のドーパント材料をさらに含み、
　前記内部成長ゾーンに、シリコン、前記第一のドーパント材料及び前記第二のドーパン
ト材料を予め投入して、混合物を形成し、ここで、前記混合物は、溶融されると、前記第
一のドーパント材料の濃度Ｃ１／ｋ１及び前記第二のドーパント材料の濃度Ｃ２／ｋ２を
有し、
　前記外部送給ゾーンに、シリコン、溶融されると濃度Ｃ１の前記第一のドーパント材料
及び溶融されると濃度Ｃ２の前記第二のドーパント材料を送給する、請求項６に記載の方
法。
【請求項９】
　連続的チョクラルスキー成長法である、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　偏析係数ｋを有する濃度Ｃのドーパント材料を含むシリコンインゴットのチョクラルス
キー成長の方法であって、
　ｉ）外部送給ゾーンと流体連通している内部成長ゾーンを有するるつぼを用意する工程
と、
　ｉｉ）前記内部成長ゾーンにシリコン及び前記ドーパント材料を予め投入する工程と、
　ｉｉｉ）前記内部成長ゾーンからの前記シリコンインゴットの成長を開始する工程と、
　ｉｖ）前記内部成長ゾーンにおいて、前記シリコンインゴットを成長させながら、シリ
コン中の前記ドーパント材料の第一の濃度を維持する工程と、
　ｖ）前記外部送給ゾーンにおいて、前記シリコンインゴットを成長させながら、シリコ
ン中の前記ドーパント材料の第二の濃度を維持し、ここで、前記第二の濃度は、前記第一
の濃度未満である工程と
を含む方法。
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